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Résumé :  

 

Parmi d’autres caractéristiques, la mémoire électronique idéale doit 
présenter une faible consommation d'énergie, une haute densité et de la 
rapidité en lecture/écriture/effacement.  

Différents types de mémoires ont été ainsi développés : un exemple est 
l’eSTM (Embedded Select Trench Memory), développée par 
STMicroelectronics.  

Ce travail de thèse étudie la caractérisation et l'optimisation des procédés 
de gravure plasma de cette nouvelle technologie.  

Ce travail a été fortement lié à la caractérisation des parois du réacteur, 
au plasma lui-même et la surface de la plaquette de silicium.  

De plus, les interactions entre le plasma et les parois des réacteurs 
responsables de l’absence de reproductibilité des procédés de gravure, ont 
été étudiées.  

L'étude de ces dépôts sur les parois des réacteurs a été nécessaire afin de 
développer un protocole de nettoyage optimal au sein d’un réacteur 
industriel.  

L’un des paramètres les plus critiques dans le développement des 
nouveaux dispositifs sont les Dimensions Critiques (CD) des transistors 
qui jouent un rôle fondamental au niveau des résultats électriques.  

La maîtrise de la gravure de la tranchée en fonction des conditions du 
plasma utilisé (pression, puissance, débit de gaz...) a permis de 
développer un model innovant permettant d'optimiser le CD.  

Cette thèse a également porté sur l'étude des dérives des valeurs de CD 
au niveau des STI (Shallow Trench Isolation).  

Des mesures correctives ont été développées afin de contrôler les sources 
de variations des CD entre lots (25 plaquettes).  

Cette correction est devenue possible par la mise en place de boucles de 
régulations (R2R) permettant le contrôle de procédé de fabrication de la 
STI.  
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